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1. 序論 

  型酸化ガリウム(Ga2O3)は 4.8 eV のワイ

ドバンドギャップ半導体で高効率大電力パワ

ーデバイスを目指した研究が急速に進んでい

る。20A クラス、オン抵抗 6m∙cm2 の縦型 SBD

を報告されているが、リーク電流、耐圧の低下

を起こすキラー欠陥の同定が急がれている。

我々は高感度エミッション顕微鏡で HVPE エ

ピ膜中の(1±11)面方位の積層欠陥[1]、多結晶

欠陥[2]をキラー欠陥と同定したが、別のキラ

ー欠陥として、微粒子から発生する積層欠陥を

同定したので報告する。 

2. 実験方法 

  用いたのは EFG 成長 (001) Ga2O3 基板上

に HVPE 成長したエピ厚約 10m の n 型-

Ga2O3 縦型 SBD である。まず裏面全面にイオ

ン注入、Ti/Au 蒸着、アニールを施しオーミッ

ク電極を形成し、つぎに表面に Ni/Au を蒸着し

SB 電極を形成した。SBD の電流電圧特性測定

後、裏面のオーミック電極をウエファー中央部

のみエッチングし、裏面から、超高感度 EM-

CCD カメラを備えたエミッション顕微鏡で逆

バイアス印加時の SBD を観察した。 

エミッション顕微鏡観察後は SB 電極のみをエ

ッチングし、型 Ga2O3 表面を AFM やシンク

ロトロン X 線トポグラフィーで観察した。 

3. 実験結果と議論 

  HVPE成長Ga2O3 SBDのSBD #D0505 

(500m 径)では逆方向電流電圧特性[図 1(a)]に

示すように 150V で 10Acm-2のリーク電流が

観察された。またその SBD のシンクロトロン

X 線トポグラフィー像から、約 2.5x105 cm-2 の

密度で微粒子の歪によると思われるコントラ

ストが観察された。さらにその断面 TEM 観察

を行ったところ[図 1(c)]、エピ層中で表面まで

続く積層欠陥が観察された。リーク電流はこの

積層欠陥を介して流れていたものと思われる。 
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Fig. 1. HVPE成長Ga2O3SBD の(a)逆方向 I-V 特性、(b)Ｘ線トポ像, (c) 断面 TEM 像。
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